1.   
Homogénne dotovaný kremík má pri teplote 300 K v stave tepelnej rovnováhy koncentráciu minoritných dier pn=104cm-3 a intrinzickú koncentráciu voľných nosičov náboja ni=1010 cm-3. Určte koncentráciu majoritných nosičov náboja a koncentráciu prímesných atómov pri predpoklade ich úplnej ionizácie! Je to materiál elektrónový alebo dierový? Čo je zdrojom minoritných nosičov náboja?
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2.   
Nevlastný polovodič má koncentráciu akceptorov 1018 cm-3. Zobrazte do spolčného grafu teplotnú závislosť koncentrácie voľných nosičov náboja a vyznačte teploty, od ktorých sa daný polovodič prestáva správať ako nevlastný polovodič. Je táto teplota význačná pre funkciu súčiastok využívajúcich priechod PN?
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3.   
Pre symetricky strmý priechod PN vysvetlite vznik OPN a vnútorného elektrického poľa, ktoré je príčinou jeho nesymetrických vlastností. Zobrazte rozloženie prímesných atómov a voľných nosičov náboja a pre aproximáciu ochudobnenia rozloženie priestorového náboja ionizovaných prímasí, intenzity elektrického poľa a potenciálu. Difúzne napätie.
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4.
Vymenujte metódy výroby priechodov PN. Znázornite graficky princíp selektívnej difúzie a časovú závislosť koncentračného  profilu prímesných atómov pre difúziu z nekonečného zdroja. Oba procesy stručne charakterizujte.











10b
5.
Kapacitná dióda – varikap. Konštrukcia planárne-epitaxnej diódy a jej koncentračný profil prímesných atómov, fyzikálny princíp, náradná schéma, základné vlastnosti, aplikačné možnosti. Čím sa líši varikap od Schottkyho diódy? Nakreslite planárnu Schottkyho diódu v reze.
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6.
Vysvetlite princíp činnosti bipolárneho tranzistora pomocou rozloženia minoritných nosičov náboja. Odvoďte pritom základnú rovnicu pre kolektorový prúd. Zobrazte sieť vstupných a výstupných VA charakteristík pre zapojenie tranzistora so spoločnou bázou.
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7.
Definujte prúdový zosilňovací činiteľ bipolárneho tranzistora v zapojení so spoločnou bázou a so spoločným emitorom. Napíšte vzťahy pre súvislosť týchto prúdových zosilňovacích činiteľov a saturačných prúdov ICBO a ICEO. Závisí prúdový zosilňovací činiteľ v zapojení so spoločnou bázou od emitorového prúdu? Ak áno, zobrazte túto závislosť a vysvetlite.
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8.
Znázornite a stručne vysvetlite pracovné režimy štruktúry MOS s kremíkovým substrátom typu – P. Aký je rozdiel medzi štruktúrou MOS a unipolárnum tranzistorom typu MOSFET. Pre obohatený n-kanálový tranzistor zobrazte prevodovú a výstupné VA charakteristiky. Vyznačte oblasť lineárnu a saturačnú. Vysvetlite vznik saturácie. Napíšte Sahové rovnice pre lineárnu a saturačnú oblasť.
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